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EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS TRANSFER AC-DC DE VOLTAJE EN CONVERSORES TERMICOS FABRICADOS SOBRE UN CHIP DE SILICO A ALTAS FRECUENCIAS
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Resumen: Se ha encontrado una explicación para las diferencias transfer ac-dc de voltaje sobre 100 kHz del conversor térmico de multiuniones de películas delgadas estándar (PMJTC) desarrollado en el PTB, fabricado sobre un chip de silicio. El modelo desarrollado para la simulación indica que el acoplamiento capacitivo entre los puntos de contacto del calefactor da origen a una resonancia cuando la resistencia del calefactor se incrementa, incrementando de esta manera la diferencia transfer ac-dc a valores negativos. De acuerdo al modelo se puede mejorar la respuesta en frecuencia de los conversores térmicos fabricados sobre un chip de silicio, reduciendo el tamaño de los puntos de contacto y utilizando sustratos con una constante dieléctrica más pequeña que la correspondiente al silicio.
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